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DESCRIPCION
Métode de fabricacion de una celda solar de heterounion

La presents invencién se refiere a un métede de fabricacion de una ceida solar de heterounidn, teniendo ia ceida solar un
lzdo frontal para la Incidencia de iz en fa celda solar y un lade posterior opuesto al ladoe frontal. Bl método inciuye los pasos
de: proporcionar un sustralo semiconductor dopado vy texturizade, teniendo dicho sustrato semiconductor una superficle
frontal y una superficie posterior opuestas entre i v un borde que rodea el sustrate semiconductor; formar al menos una
capa frontal schre la superficie frontal del sustrato semiconductor, en donde {3 al menos una capa frortal cubre al menos
una parte del borde del suslralo semiconductor, conteniende dicha al menos una capa frontal 4tomos o moléculas
semiconductoras dispuestos en fase amorfa y/o microoristalina y/o de &xido vio carburg, en donde dicha al menos una
capa frontal forma un emisor o un campo de supeificie frontal de la celda solay; formar al menos una capa postarior sobie
fa suparficie posterior del sustrato semiconductor, conteniende dicha al menos una capa posterior dtomas ¢ molécuias
semiconductoras dispuestos en fage amorfa y/o microcristalinag y/o de &xido vio de carburo, en donde dicha al menos una
capa posterior forma un campo de superficie posterior o un emisor posterior de la celda solar, v en donde i3 al menos una
capa frontal se forma antes de la formacion de ia al menos una capa postsrior, v la al menos una capa posterior cubre al
manos una parte del borde dal sustralo semiconductor y también cubre al menoes una parte da ia al menocs una capa frontal
gue se superpone al borde del susirato semiconductor; formar un revestimiento antirrefiejo eléctricamante conductor sabre
la al menocs una capa frontal, cubriende dicho revestimiento antirreflejo toda 1a supedicle de la al menos una capa frontal v
siendo al menos parciaimente transparente a la luz gque irradia hacia la ceida solar, en donde el ravestimiento antirrefiejo
cubre al menos una parte de la al Menos una capa posterdor que se supearpone al bords; formar un revestimiento postarior
aléctricamente conducior scbre la al menos una capa postedor; v formar una metalizacidn de refilla frontal soore &l
ravestimiento antirrefiejo, en donde el revestimianto posterior conductor se forma sobire 1 superficie de fa al menos una
capa posterior con una distancia hasta el borde del sustrato semiconductor, dejando una regidn de fusion gus consiste en
un area de margen de la superficie de la al menos una capa postarior v ol horde dal sustrato semiconductor libre del
ravestimiento posterior conductor, en donde no hay contacto eidctico antre el revastimiento posterior conductor v €l
revestimianto antirrefielo conductor en absolulo durante todo ef procase de formaciin del revestimiento posterior conductor.

En af estado de ia téonica se conocan matodos vy caldas solares da heterounion correspondientes de este tipe en difarantes
varianies. Las celdas solares de heterounion convencionales se forman a partiy de un sustrato dopade de tipo nen el gus
se forma un emisor dopado de tipo p an el lado frontal de este susirato. Ese lade frontal corresponde a la cara por donde
Iz luz del sol entra principaimente en la celda sclar. La fabricacion de este tipo de calda solar implica la deposicién de la
capa emisora dopada p en & lado frontal del sustrato v 1a deposicion de una capa dopada n que forma un campo de
superiicie posterior an el lade postarior del sustrato. En olras coldas solares, of tipo de dopaje utilizado para ef sustrato y
las capas dopadas puede ser a la inversa. Ademas, también as posible colocar f emisor en el lado posterdor det sustrato
y formar una capa de campo da suparficie frontal en el lado frontal del sustralo.

Para mejorar el rendimianto de las celdas, se puadan ulllizar capas intrinsecas enire el sustrato v las capas dopadas. Las
cepas dopadas e inrinsacas pueden sar de cualqguier tipe de material. Lo mas habitual es gue estas capags se basen en
sificio en fase amorfa y/o microcristalina y/o de &xide vio de carbure.

En las ceidas sclares de heterounidn, es necesario avitar un corfocircuiio eléctrico entre las capas eléctricamente
conductoras en of lade frontal v en el lado posterior de la ceida solar. Dado que este cortodireuito no deseado se forma
normalmente alrededor de los bordes, es decly, en las superficies laterales del sustralo semiconductor utifizade, ios
métados para evitar este tipo de corlocircuitos se denominan métodos de aisiamiento de hordes. En of estado de la téenica
se conccen diferentes tecnologias para proporcionar un aislamianto de borde de celdas solares de heterounidn.

El documenio US 5.935.844 A desaribe un método para sl alsiamiento de bordes de celdas solares de heterounion
utilizando una estructuracion de las pelicuias conducioras eléctricas an el lado frontal o en el lado posterior de la calda
solay mediante parforacion lasar. Como resultado de esia estructuracion se forma una zanja an ia parte periférica del lado
frontal o detlado postarior de la celda solar, atravesando la zanja al menos ia respectiva peiicuia conductora transparents
vy ia respectiva capa de siiicio amorfo dopado. La zanja rodea de forma continua ef cuerpe laminado de capas conducioras
de electricidad formadas en i lade frontal 0 en el lado posterior de {a ceida solar. Atlernativamente, ef documenio sugiere
aliminar todas lag capas depositadas enlas superficies laterales del sustralo o exponear las suparficies laterales dal sustrato
al manos parcialmeante formando una zanja continua alrededor de las suparficies iatarales del sustrato mediante radiaciin
lbser. Esta tecnologia inciuye &l riesgo de creacidn de dafios en clertas regiones del suslrato v capas de ia celda solar por
alimpacto del idser. La estructuracién de la pelicula conductora transparsnte frontal, tal como se sugiere en una realizacion
da este documento, conduce, ademas, a una disminucidn del rendimiento de ia celda.

En ef documento WO 2012/058878 At se describe otro métedo de alslamiento de bordes de celdas solares. Durante la
fabricacion de la celda solar propuesta, se aplica una linea estrecha de revestimiento a lo largo del borde de la celda en un
lado o en ambos lados o an el borde de la celda solar antes de depositar pelicuias conductoras de electricidad en el lado
frontal y/o posteror de la celda solar. Después de la deposicion de las peliciias conductoras, la estracha linea de
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revestimianic se alimina mediante un paso de procesamiento himedo o seco. e esta manera, se puede realizar una
inferrupcion de las capas conducioras de eleclricidad en el lado frontal yio posterior de la celda solar para evitar
cortocircuitos entre el lado frontal v el fade posterior de la calda solar. Aunque este método es muy eficaz, mquiere en
primer lugar una formacion local muy sensible de la linea delgada y estrecha en el borde del sustrato, que no as facll de
manejar, y en segundo lugar una eliminacion de esa linea estrecha que se encuenira debajo de la pelicula conduciora, con
al rlesgo de una eliminacion involuntarda de otras partes de la pelicula conductora.

Ef documento JP 2008 222468 A describe una celda solar gue presenta en of lade frontal y en el fado posterior peficuias
transparentes, conductoras de slectricidad, respectivamente, gue se depositan en zonas idénlicas iniciales, con una
distancia hasta ef borde dal sustrato con el fin de evitar cortocircuitos entre astas peliculas.

For lo tanio, of ohjeto de la presente invancion es proporcionar un método facl v da bajo costo para fabricar una ceida solar
de hetarounidn y una celda solar correspondients, en el gue se avitan cortocireuitos antre el tado frontal v & lado posterior
de ia celda solar v la celda solar no se dafia por los pasos del método y muestra un buen rendimiento de ceida.

Esia objeto se resuslve mediante un método del tipo mencionado antarormeante, en el que dicho revestimiento antirrefiajo
asléctricamente conductor cubre foda la superficie de la al menos una capa frontal y dicho revestimiento antireflejo
eléciricamente conducior cubre al menos una parte del borde del susirato semiconductor.

En ef método de la presente invencidn, ya durante el paso de formacion del revestimiento posteror eléctricaments
conductor se cumplen todos ios requisitos para la prevencion de cortocircuitos antre e kado frontal y el lado posteriorda la
celda sclar, Al formar i revestimiento posterior eléctricamante conductor sclo en una parte madia del susirato dejando un
margen libre hasta el borde del sustrato, el revestimiento posterior conductor no cubre ni se superpone a ias superficies
iaterales del sustrato y, por o tanto, no entra an contacto con una capa conductora en of lado frontal de fa celda solar. B
método de fa presente invancion utiiza para este efecto pasos de proceso converncionales, como una deposicidn a través
de una mascara, gue no tienen Influencia dafiina alguna sobre el sustrale de 1z celda solar o sus capas. El método de
aislamiento de bordas de 1z prasents invencién se puede implementar faciimente en ol flujo de proceso de celda solar sin
costo adicional. De este modo, la presents invencidn pusde proporgionar un métode facil y de bajo costo, pare muy flable
y eficaz para ¢ aislamianto de bordes de caldas sclares de heterounion.

El método de ia presente invencidn no implica estructuracion alguna de la o las capas conductorals) transparentes en sl
frante de 1a ceida solar. Sin esta estructuracion frontal, of drea frontal da celda es més grande y permite recolectar mas uz
y generar mas corriente. Ademas, la pelicula conductora transparante frontal uniforme (revestimiento antiefigjo)
proporciona una mejor apariencia de ia celda para a integracién del modulo.

&l médtodo de aislamianto de bordes de la prasenie invencidn solo as efective sl ios pasos de fabricacidn de caldas utilizadoes
se reglizan en un orden dafinide. Es particularmente ventajose gque ia al menos una capa frontal se forme antes de la
formacion de ia al menos una capa posterior. Esta secuencia no es habitual, S a formacién de ia al menos una capa
posterior se realizara antes de la formacion de la al menos una capa frontal, axistiria un alto riesge de derivaciones en el
borde de la celda.

En una varianie del método de la presente invencidn, &l revestimiento posterior conductor se forma conuna distanclade 5
um a 10 mm desde el borde del sustrato semiconductorn

En una realizacién mejorada adicional de Iz presaente invencion, el revestimiento posterior conductor se forma con una
distancia de 30 ym a 3 mm desde ef borde del sustrato semiconductor.

Es especialments beneficioso si el revestimiento posterior conductor se deposita sobre la superficie de la al menos una

sustrato semiconductor, pero mas peguefia, v que tiens una regidn de cublerta alrededor de esta abertura qus cubre al
menos e drea de margen de [a superficia de 13 al menocs una capa posterior durante la deposicion. La méascara fisica cubre
de esta manera ef orde del sustrato durante la deposicidn de a capa posterior conductora. La mdéscara es capaz, por
elampio, de proteger desde unos pocos micrdmelros hasta milimetros dal borde de la celda de la deposicion da fa pelicuia.
La méscara s& puede intagrar faciimente en un soporie de transporte de una herramienta de deposicidn. Con este método,
s& puede realizar ol alslamiento del borde durante la deposicion de la pelicuia conductora del lado posterior sin la necssidad
de unt paso adiclonal para realizar ol alslamiento del horde. Esto conduce a una reduccion de los pasos de proceso, lo gue
reduce los costos finales de la celda.

De acuerdo con ofra opcidn de la presente invencidon, el revestimienio postarior conductor se daposita sobre toda fa
auperficie de ia al menos una capa postarior, seguido de una eliminacion de un borde del revestimiento posterior conductor,
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La eliminacion del aro del revestimiento posterior conducior se puede realizar medianis grabado quimice /o daspegue vio
ablacion laser del aro del revestimianto posterior conductor.

Mediante of método se produce una celda sclar de heterounion con un lade frontal para una incidencia de luz en la celda
solar v un lado posterior cpuesto al lado frontal, comprendiendo la celda solar: un sustrato semiconductor dopado v
fexturizado, teniendo dicho sustrato semiconductor una superficie frontal v una superficie posterior opuestas entre sl y un
horde que rdea of sustrato semiconductor; al menos una capa frontal formada sobre la superiicie frontal del sustrato
serniconductor, conteniendo dicha al menos una capa frontal atomos o moldculas semiconducioras dispuestos en fase
amorfa y/o microcristalina y/o de éxido v/o de carbiuro; al menos una capa posterior formada sobre la supericie posterior
del susirato semiconductor, conteniendo dicha al menos una capa posterior dtomos o moléculas semiconducioras
dispuestos an fase amorfa yvio microcristaling y/o de &xido yio de carburo; un revestimiento antirreflectante eléctricament
conductor formads sobre 12 al menoes una capa frontal, cubriende dicho revestimiento antirreflectants toda ia superficie de
fa al menos una capa frontal v siendo al menos parcialmente transparente a 1a luz que ivadia en a celda solar; un
revestimianto posterior eléclricamente conduckor formado sobre {a al menos una capa posterior; una metalizacion de rejilla
frontal formada sobre el revestimiente antirefiejo; v un elecirede posterior formado solire of ravestimiento posterior
conductor; en donde ef revestimiento posterior conductor estd formado sobre la superticie de Ia al mencs una capa posterior
con una distancia hasta ef borde del sustrato semiconductor, dejando una region de fusidn que consiste en un drea da
margen de la superficie de la al mencs una capa posterior v ¢l borde del sustrato semiconductor libre dal revestimient
posterior conducior, en donde no hay contacio sléctico entre &l revastimiento posterior conductor v el revastimi
antirreflejo conductor en absoluto.

La celda solar de heterounion se puede producir sin estruciurar la pelicula conductora transparente frontal que forma &l
revestimiento antirreflejo de la ceida solar. Esto permite una mejor recoleccion de uz v un mejor rendimiento de la celda
con una apariencia frontal homogénea de {a celda solar sin gradients de color del revestimiente antirrefiejo en el borde de
la calda solar.

En una realizacion favorable de la celda solar de heterounién, 1z al menos una capa posterior se superpons a la al menos
una capa frontal. Este produce &f efecto de que se forma una estructura horizontal de una pila de capas n+/p-/n- ¢ p-in-p
en e borde de la celda, gue actta como dos diodos en oposicion que bloguean el fiujo de corenie en direccion lataral,

A mode de ejemplo, &l revastimiento posterior conducior tiene una distancia de & um a 10 mm desde el borde del sustrato
sermiconductor. Esto da comoe resultado un alslamiento eléctrico muy segurc del iado frontal y del lade posterior de la celda
solar de heterounion de la presente invenaion,

A continuacion se explica una realizacion favorable del método de la presente invengidn con referencia a los dibujos en los
que

fa Fig. 1 muesira esquematicamenie un sustrato semiconductor utifizade para fabricar una celda solar de
heterounién de acuerdo con ia prasents invencion en una vista en secgion;

la Fig. 2 muesira esquemdticamente e sustrate de la Fig. 1 cubderto por al menos ura capa frontal solwe una
superficie frontal dal sustrato semiconductor;

la Fig. 3 muesira esquematicamante ia estructura de la Fig. 2 gue astd cublerta por al menos una capa posterior
sobre una suparficie posterior del sustrate semiconductor;

laFig. 4 muesira esquematicamente la sstructura de la Fig. 3 revestida por un revestimiento antirreflejo
glécticaments conductor formado sobre ia al menos una capa frontal;

laFig. 5 muesira esquematicamente la estruchura de 1a Fig. 4 en la que se deposita un revestimienio posterior
elécticamentes conductor a través de una mascara sobve la al menos una capa poste

laFig. 6 muestra esquematicamente la estructura de la Fig. 5 con la mascara retirada;

laFig. 7 muesira esgquematicamente una ceida solar de heterounidn que se forma a partir de la estruchirade la
Fig. 5 mas la formacion de una metalizacion de refilla frontal v un electrodo posterior;

laFig. 8 correspende & la Fig. 7 con cargas afiadidas gue ilustan la distribucion de carga en ef fado frontal, an &l

tado posterior v en ol borde de Ia celda solar de heterournidn, v
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la Fig. @ muesira esquematicamente ia pila de capas presante en el xorde de la celda solar de heterounion de la
Fig. 8

Las Figs. 1 a 7 mussiran asquematicaments una secuencia venta'osa de pasos do procase del método de la pragente
invencidn gue da como resultado una celda solar de heterounidn 1. Los pasos que se muestran en fas Figs. 1 a 7 son solo
figuras representativas que muastran caracteristicas pero no todos los delalies del proceso ulilizado.

Como se muastra en fa Fig. 1, ef métedo de la presente invencidn comianza oon un sustrato semiconductor 11, Bl sustrato
semiconductor 11 puads consistiv en Cuaiquser material semiconductor que pueda tener cualquier tamano y dopaje. El
sustrato senvconductor 11 en la realizacién mosirada esta hecho de un material semiconducior cristaling, preferiblament
de silicio monocristaiing o musiticristaling. El sustrato semiconductor 11 asta dopado. El dopaje puade ser de tapo node txpo
p dt,pt,ndaendo del tpo de celda solar a producir. Bl sustralo semiconductor 11 tiene una supeificie frontal 17 para una

dencia de fa mayor parte de a luz v una superficie posterior 18 opuesta a !’a superficls frontal 17. La superficie frontal
‘i'/‘ dei sustrato sermiconductor 11 esta texturizada para disminuir 8l reflejo de la luz rechida. Ademds, & sustralo
semiconductor 11 tiene un borde 12 que rodea la mayor parte del sustrato semiconductor 11 v que se extiends entre 3
superticle frontal 17 v la superficie posterior 18 del sustralo semi conductor 11, El nerde 18 solo se muestra
asquematicamente y no os necesaraments plano como se muestra en la Fig. 1, sino que también pusde ser convexo o
puntiagudo. Jomo as habitual en las tecnolegias de samiconducioras, se hmp.u ei sustraio semiconductor 11, Los pasos
de limpiera también se realizan antes y/o después de ios siguientes pasos de método v no se mencionan especificamente
en cada caso.

Con referancia a la Fig. 2, en un siguiente paso del método de la presents Invencion, se forma al manos una capa frontal
12 sobre la superficie fronfal 17 del sustrato semiconductor 11, La al menos una capa frontal 12 pusde serunacapao una
pila de capas. La al menos una capa frontal 12 cubre al menos una parte del borde 19 del sustrato samiconductor 11, La
al menos una capa frontal 12 contiene atomoes o moléeulas semiconductoras dispuestos en fase amoria y/o microeristalina
vio de dxido yo de carbure. Por ejemiplo, la al menos una capa frontal 12 puede consistir en una capa de silicio infrinseco
formada directamente sobire fa superficie frontal 17 del sustrato semiconductor 11 y una capa de silicio amorfo dop?do tal
como una capa de silicic amorio dopads p, formada sobre ia capa intringeca. En ofras realizaciones de la invencion, dicha
intrinseca puade omitirse, La al menos una capa frontal 12 se deposita praferiblements mediante PECVYD (deposicion
fisica de vapor mejorada por plasma). La al menos una capa frontal 12 tliene tipicamente un espesor de menos da 50 nm.
Dependierndo del tipo de celda solar a produciy, ta al menos una capa frontal 12 formara un amisor o un campo de superficie
frontal de ia calda solar.

N

Como se demuestra en la Fig. 3, en un paso adicional del método de la _s;‘r-eseni:e invencion, se forma al menos una capa
posierior 13 sobre la superficie posterior 18 del sustrato semiconductor 11, En la realizacidn mostrada del método de la
presente invenaion, la al menes una capa posterior 13 se forma expliuta"nent después de la formacion de la al menos
una capa frontal 12, La al menos una capa posterior 13 pusde ser una capa o una pila de capas. La al menos una capa
posterior 13 sa deposita preferiblementa mediante PECGVD {deposicion fisica de vapor mejorada por plasma). La al menos
una capa posterior 13 tiene tipicamente un espasor de menos de 50 nm. La al menos una ¢apa posterior 13 cubre al menos
una parte dei borde 19 del sustralo semiconductor 11 v también cubre al mencs una parle de la al menos una capa fontal
12 que se superpone al borde 19 del sustrato semiconductor 11.

La al menos una capa posteror 13 contiens dtomos o moléculas semiconductoras dispuestos en fase amorfa yio
microcristaling v/o de oxido yo de carburo. Por gjemplo, Ia al menoes una capa posterior 13 pueds consistir en una capa de
sificio infrinsacoe formada directamemte sobre la superficie posterior 18 del sustralo semiconductor 11 y una capa de silicio
amorfo dopado, tal como una capa de silicio amorfo dopado con n+, formada sobre ia capa intringeca. En olras
raalizaciones de la invencion, dicha capa intrinseca puade omitirse. Dependiende del tipo de celda solar a produciy, ia al
menos una capa posterior 13 formard un campo de superficie posterior ¢ un emisor posterior.

En el paso de matedo mostrado en la Fig. 4, se forma un revestimiegnto antirrefieio eléctricamante conducior 14 sobre la al

manog una capa frontal 12, El revestimiento antirreflejo 14 es al manos parciaimante transparente a 1a luz que irradia hacia
la ceida solar. Por ejemplo, se pueden utilizar muches dxidos conductores transparentes, 1al come el dxido de indic ¢ &f
Guido de indio y estafio, como material para ef revestimiento antirrefiejo 14. El revestimiento antirrefigic 14 cubre al mencs
foda la suparficie de s al menos una capa fontal 12, Bl revestimiento antirreﬂejo 14 tambidn cubre al menos una parte dal
borde 19 del sustrato semiconductar 11 v al menos una parte de fa al menos una capa postarior 13 gue se suparpone al
borde 19 v al menos una parte de ia al menos una capa frontal 12 que se superpone al borde 19

Dade que, como se menciond anterommente, el borde 19 del sustrato semiconductor 11 puede cubrirse con una
combinacion variable de capas C{UC‘ forman parte de ia al manos una capa frontal 12 vio g al menos una capa posterior 13
vio el revestimiento antimeficic 14, en lo que sigue asi como en las reivindicaciones, la expresion "borde 18" debe
entenderse como toda ia o las superf cies laterales circundantes del sustrato semiconductor 11 con yo sin estas capas
adicionales o parles de capas.
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£ un siguiente pasco del métode de ia prasente invencién mostrado an la Fig. §, se proporciona una mascara 16 en el lado
posterior de la estructura. La mascara 16 es una maéscara de sombra que tiene una regidn de cubierta que cubre i borde
19 del susirato semiconductor 11 asi como un margen de la al menos una capa posterior 13, En su regidn media la mascara
presenta una abertura 20. La forma de la absertura 20 esta adaptada a la forma del sustrato semiconductor 11, perp tiene
dimensiones mas peguefias. Bl margen puede tener, por sjemplo, una dimension radial de unos pocos micrdmetios a unos
pocos milimetros, tal come de aproximadamente 5 ym a aproximadaments 10 mm, prefarilementa de aproximadamenta
30 um a 3 mm, medide desde el borde 19 del sustrato semiconductor 11, A través de la abertura 20 de la mascara 16 se
deposita un revestimienio postarior sléelricaments conductor 15 schre la superficie de 1a al menoes una capa posterior 13.
Gracias a la mascara 18, el revestimiento posterior eléciricaments conductor 15 se forma dnicamente en la supearficie de
fa al menos una capa posterior 13 con una distancia hasta ef borde 19 del sustrato semiconducior 11, dejando una ragidn
de fusidn que consiste en un area de margen de la superficle de ia al menos una capa postardor 13 v el borde 19 del
sustrato semiconducior 11 ibre del revesiimiento posterior conductor 15, No hay contacio eléctrico alguno entre 6
ravestimiento posterior conductor 185 v el revestimiento antirefiejo conductor 14 durante fodo ef procesc de formacién del
revestimianto posterior conductor 15, Bl drea cublerta por el revestimienio posterior conductor 15 debe maximizarse sin
estar en contacto con &f revestimiento antirraflejo 14

Bl revestimiento antirreflaio 14 v ef revestimisnto posterior conductor 15 se pueden depositar en cualquier orden o al mismo
tempo.

El revestimianto posterior conductor 18 puede astar formado por pelicula o peliculas conductoras transparentes y/o pelicula
o peliculas metdlicas. La o las peliculas de revestimiento posterior conductoras 15 se pueden depositar mediante téenicas
de puiverizacion catédica o evaporacidn,

En otras realizacionss de la presents invencion, el pase de la Fig. 5 pusde ser reemplazade por dos subpasoes en los gue
an un primer subpaso el revastimionto posterior conductor 15 se deposita scbre la superficie de ia al manos una capa
postarior 13, Durante la daposicidn del revestimisnic posterior conductor 15, se debe evitar un contacio eléclrico antre el
revestimiento posterior conductor 15 v &l revestimiento antirefiejo 14, En un segundo subpase, se retira un aro del
revestimiento posterior conducior 15. La eliminacion de ess arp del revestimisnto posterior conductor 18 se puede realizar
mediante grabado guimico y/o levantamiento del aro v/o ablacion taser.

La Fig. 8 muestra esquematicamente fa estructura de la Fig. 5 después de la retirada de la mascara 16

Comoe se muestra esquematicamante enla Fig. 7, ef método da fabricacion de una celda solar da hetarounion 1 de acuerdo
con la presents invencion finaliza con la formacion de una metalizacion de rejilla frontal 21, En algunos casos, en un pase
adicional, se forma un electrodo posterior 22 mediante una metalizacion del lade posterior del revestimiento posterior
conductor 15.

La Fig. 8 corresponde a fa Fig. 7 con cargas afiadidas que Hlustran la distribucidn de carga en el lado frontal, en el lado
posterior y en el borde 19 de la celda solar de heterounion 1, en donde en el ejemplo mostrade, el sustrato semiconductor
11 esta dopado con n, a al menos una capa frontal 12 esta dopada con py ia al menos una capa postarior 13 esta dopada
.

La Fig. 8 muestra ssquematicamente |a pila de capas 11, 12, 13 presente en ol borde 18 de la celda solar de heterounion
1 da ia Fig. 8. La estructura horizontal n/(p/(iin proporcionada por el sustrato semiconducior dopado n 11, la al menas una
cepa frontal dopada p 12 temisor} v la al menos ura capa posterior dopada n 13 {campo superficial postariorn actta como
dos dicdos en oposicién que bloguean un flujo de comlente en dirsccion lateral. Sila al menos una capa posterior 13 se
formara antes de la formacion de 1a al menos una capa frontal 12, eso daria lugar a una derivagion.
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REIVINDICACIONES

1. Método de fabricacion de una celda solar de heterounidn (1), comprendiendo la celda solar (1) un lado frontal para una

/

incidencia de luz en la celda solar (1) y un lade posterior opuasto al lade frontal, Incluyando ef método los pases de

- proporcionar un sustrato semiconductor (11) dopade v texiurizade, teniendo dicho sustrato semiconductor (11)
una supaificie frontal (17} v una superficle posterior (18) opuestas entre s v un borde (18} gue rodea ef sustrain
semiconductor {11);

- formar al menos una capa frontal (12) sobre la superficie frontal {17) del sustrate semiconductor {11), en donde
fa al menos una capa frontal (12) cubre al menes una parte del borde {19} del sustrato semiconductor (11}, contaniendo
dicha al mencs una capa frontal (12} Alomos ¢ moiéculas semiconductoras dispuestos en fase amorfa y/o microcristalina
vio de éxido yio de carburg, en donde dicha al menocs una capa frontal (12) forma un envisor o un campo de superficie
frontal de la calda solar (1)

- formar al menos una capa posterior {13} sobre la superficia postarior {18} del sustratn semiconductor {11},
conteniendo dicha al mencs una capa posterior {13) dtomos o moléculas semiconductoras dispusstos en fase amorfa y/o
microoristaiina o de &xido y/o de carburg, en donde dicha al mencs una capa posterior (13) forma un campo de superficls
postarior ¢ un amisor postarior do la celda solar (1}, v en donde [a al menos una capa frontal {12) se forma antes de la
formacion de la al manos una capa poesterior (13}, v la al menos una capa posterior (13} cubre al menos una parte del bords
del sustrato semiconductor (11) y también cubre al menos una parte de a al mencs una capa frontal (12} que se suparpone
al horde del sustrato semiconductor {11);

- formar un ravestimiento antirefisic eléctricaments conducior {14) sobre ia al menos una capa frontal {12}, siando
dicho ravestimiento antirreflzio (14) al menos parcialmante transparanie a la iuz que Iradia hacia la celda solar (1), en
donde el revestimiento antireflejo (14} cubre al mengs una parte de la al menoes una capa posterior (13) superponiéndoss
al borde (19);

- formar un revestimiento posterior eléctricaments conductor {18) sobve la al menos una capa posterior (13); v

7oy

- formar una matalizacion de rejiila frontal (21) sobre o revestimiento antinaflejo (14

an donde ef ravestimiento posterior conductor {15) se forma sobre i superficie de 1a al menoes una capa posterior
{13) con una distancia hasta ef borde {19) del sustrato semiconductor (11), dejande un drea de margen de la superficle de
fa al menos una capa postarior (13} v el bords (19) dal sustralo semiconductor {(11) bre del ravaestimients posterior
conductor (15}, en donde no hay contacte eléctrico entre el revestimiento posterior conductor (15) v el revestimient
antirrafiajos conductor (14) en absolute durante todo of process de formacidon del revestimiento posterior conductor (158),

en donde dicho ravestimiento antirreflelo eléctiicamante conductor (14} culws toda la superficie de ia al menos
una capa frontal (12}, caracterizado por gue el revestimienio antirreflejo eiéclricamente conductor (14} cubre al menos una
parte del borde (19) del sustrato semiconductor (11).

2. Bl mélodo de la reivindicacion 1, en el que &l revastimiento posterior conductor {15} se forma con una distancia de 5 um
a 10 mm desde ef borde (19) del sustrato semiconductor (11).

3. El métode de la relvindicacion 2, an el que el revestimiente posteriar conductor {15} se forma con una distancia de 30
{m a 8 mm desde ef borde (19} del sustrato semiconductor {(11).

4. El método de al menocs una de las relvindicaciones anteriores, en el que el revestimienio posterior conductor (15) se
deposita sobre la superficie de la al menos una capa posterior (13} a través de una méscara de somira {16) que tiene una
abertura {20) que esta adaptada a ias dimensiones dal susiralo semiconductor (11), pero mas paquefa, y que tiene una
region de cublerta alrededor de esta abertura (20} que cubre al menocs el arsa marginal de la superficie de la al menos una
capa posterior {13} durante la deposicion.

5. Bl método de al menos una de las reivindicaciones 1 a 3, en ef que el revastimiento posterior conductor {15} se deposita
scbre tnda la superficie de 1z al mencs una capa posterior {13), seguide de una eliminacion de un are del revestimiento
postarior conductor {(15).

8. Ei método de la reivindicacion 5, en el gue la eliminacién del aro del revestimiento posterior conductor (15) se realiza
mediante grabado guimico y/o despegus v/o ablacidn laser del aro del revestimiento posierior conducior {15},
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